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１．概要（Summary） 

ZnO をトランジスタなどの電子デバイスに応用するため

には，整流素子の実現が望まれる。そのため，ZnO にショ

ットキー接合を形成する研究は数多く報告されているが，

ON/OFF比の高いショットキー接合を形成することは簡単

ではない 最近，ZnO (0001)面上に，酸素導入反応性ス

パッタリングによって PtOx電極を形成することで，広い電

圧範囲で 6 桁以上の整流比を示すショットキー接合の作

製に成功した報告[1]がなされており注目されている。そこ

で，本研究では ZnO (0001)面に PtOx を反応性スパッタ

リングで製膜することでショットキー接合を作製した。PtOx
製膜中の酸素導入量を変えて形成した PtOx/ZnO ショッ

トキー接合における電気特性を検討した。 
 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
LL 式高密度汎用スパッタリング装置 
 
【実験方法】 

水熱合成による単結晶 ZnO 基板（CrysTec)の Zn 極

性面に対して反応性スパッタリングによって PtOxショット

キー接合を作製した。RF 電力は 50 W， Ar の導入量は

10 sccm に固定し，酸素の導入量を 1 sccm，3.5 sccm，

5 sccm の 3 条件で作製した(全圧はそれぞれ 0.18 Pa, 
0.22 Pa，0.25Pa)。作製した試料に対して，室温の I-V
特性と C-V 測定を行った。 
 
３．結果と考察（Results and Discussion） 
作製したショットキー接合の I-V 特性を Fig.1 に

示す。I-V 特性をもとに，ショットキー接合の電流解

析式から障壁高さΦ𝐵𝐵,𝐼𝐼𝐼𝐼を求めた結果は，Φ𝐵𝐵,𝐼𝐼𝐼𝐼= 0.78 

eV ( 1sccm ), 0.91 eV ( 3.5 sccm ), 1.95 eV ( 5 sccm )
であり，導入する酸素流量が大きいほど，障壁高さ

が大きくなっている。理想係数が大きくなる。 
また， C-V 測定の空乏層解析から求めたドナー密

度は，1.6×1018 cm-3 ( 1 sccm )，1.5×1018 cm-3 ( 3.5 
sccm )，6.2×1017 cm-3 ( 5 sccm ) であり，酸素流量

が大きいほど小さくなっている。 

 
Fig. 1: Current-voltage characteristics of PtOx/ZnO 

Schottky diodes. 
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